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Fabrication and characterization of InSb/Al0.25In0.75Sb HEMTs  
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はじめに：狭バンドギャップ半導体である InSb は III-V 族半導体の中で最小の電子有効質量をも

つため，InSbをチャネルとする高電子移動度トランジスタ(High Electron Mobility Transistor: HEMT)

はミリ波帯(30～300 GHz)・サブミリ波帯(300 GHz～3 THz)で動作可能な高周波・低消費電力デバ

イスとして期待されている[1]．しかしながら，InSb と格子整合する半絶縁性基板はなく，エピタ

キシャルな結晶成長が困難である．このため，半絶縁性 GaAs基板上に InSb/AlInSb ヘテロ構造を

メタモルフィック成長し，実際，遮断周波数 fT = 340 GHzを有する HEMT (ゲート長 Lg = 85 nm)

が報告されている[2]．本報告では，InSb/Al0.25In0.75Sb HEMT を作製し，そのデバイス特性を評価

した． 

実験：InSb/Al0.25In0.75Sb HEMTの作製に用いたエピウェハは，分子線エピタキシー(MBE)法にて半

絶縁 GaAs(100)基板上に成長し，Al0.25In0.75Sb バッファ層 3 µm，InSb チャネル層 20 nm，Al0.25In0.75Sb

スペーサ層 5 nm，Te-δドープ層(ドープ濃度 Nd = 5.5×10
12

 cm
-2

)，Al0.25In0.75Sbバリア層 25 nm，

Te-InSb キャップ層 30 nm (Nd = 1.5×10
19

 cm
-3

)を有する．なお，Te-InSb キャップ層なしの試料の電

子移動度 µ 及びキャリア濃度 Nsはそれぞれ 8,550 cm
2
/Vs，8.3×10

11
 cm

-2であった．このエピウェ

ハを用いて，微細 Tゲートを有する InSb/Al0.25In0.75Sb HEMT(Lg = 30~400 nm，ゲート幅Wg = 100 µm，

ソース・ドレイン電極間距離 Lsd = 2 µm)を作製した．なお，オーミック電極及びゲート電極は

Ti/Pt/Au とし，コンタクト抵抗 Rcは 0.12 Ωmmであった． 

結果：図 1 に Lg = 30 nmの InSb/Al0.25In0.75Sb HEMT の DC 特性を示す．ディプレッションモード

でのデバイス動作を確認できたが，リークが生じており，良好なピンチオフ特性を得るに至らな

かった．しかしながら，RF特性(図 2)において fT = 114 GHz を得た．なお，本報告の fTはパッド

容量を差し引いた値である．当日はゲートリーク電流及びバッファリーク電流のゲート長依存性

について検証を行う． 
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図 1  InSb/Al0.25In0.75Sb HEMTの DC 特性 図 2  InSb/Al0.25In0.75Sb HEMTの RF特性 
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